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1． はじめに 

 ものづくりの現場で用いられるレーザ加工

や LiDAR などの光センサのために，高出力か

つ高ビーム品質のレーザが求められている[1]．

本研究室では外部光源を用いてスローライト

半導体光増幅器(SOA)での 260mW の出力を達

成しており[2]，小型化などの観点から光源と

の集積が望ましい．VCSELと SOAは同一の層

構造を持つことから横方向の集積が可能であ

るが，低い光結合効率が課題となっている． 

本報告では，光結合向上のための新な横方向

集積構造の提案を行った． 

 

2． 横方向集積の課題 

スローライト導波路においてカットオフ波

長が短い方から長い方へは光が伝搬するが，そ

の逆の伝搬は行われないことがわかっている．

VCSEL 側では電流注入時の熱によりカットオ

フ波長がレッドシフトするため，VCSEL 側の

カットオフ波長が SOA のカットオフ波長より

小さくなるように波長差をつけることが必要

となる．従来の酸化狭窄構造の横幅を変える構

造では波長差を十分につけることができてい

なかった．また，高ビーム品質のために横モー

ドを安定させる必要があるが従来の幅変調の

テーパー構造では安定性に欠けていた．これは

VCSEL と増幅器間の相互の光結合によるモー

ド安定性の劣化によると考えられる． 

 

3． デバイス構造 

 本研究ではHalf-VCSELを用いたデバイスを

検討している．提案する集積構造の層構造を

Fig.1 に示す．VCSEL側の GaAsのコンタクト

層及びその下の位相調整層の一部を削ること

により共振器長に差を付ける．これにより波長

差の獲得及び長手方向の光閉じ込めを狙う． 

Fig2 は Matrix 計算により位相調整層の厚さ

に対するカットオフ波長の差の計算結果であ

る．これにより 8nm から 28nm までの波長差

が得られることがわかった． 

 

4． まとめ 

VCSEL と SOA の層構造を変えることによ

りカットオフ波長のオフセットを確保し結合

効率を改善する集積構造を提案した．Matrix計

算により10nm以上の差を付けられることを示

した． 
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